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Inventia se refera la optoelectronica, in particular la procedeele de obtinere a cristalului fotonic pe semiconductor.
Procedeul de obtinere a cristalului fotonic pe semiconductor include decaparea electrochimica a cel putin uneia din
suprafetele lui. Noutatea inventiei constd in aceea cd decaparea electrochimica are loc la aplicarea tensiunii periodic
variabile, caracterizata de semnale dreptunghiulare cu frontul sub forma de trepte.
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